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Inventia se referd la tehnologia de producere a
semiconductorilor, in special la procedeele de obti-
nere a structurilor semiconductoare poroase.

Procedeul de obtinere a structurilor semicon-
ductoare poroase constd in aceea cd pe suprafata
semiconductorului se depune o mascd, pe regiunile
neacoperite se implanteaza ioni de energie inaltd,

5

10

2

apoi masca se inlaturd, iar suprafata semiconduc-
torului se supune coroddrii electrochimice. Nou-
tatea constd in aceea cd, nainte de corodare, pe
suprafata semiconductorului se depune un strat din
material fotorezist.
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Descriere:

Inventia se referd la tehnologia de producere a semiconductorilor, in special la procedeele de
obtinere a structurilor semiconductoare poroase.

Este cunoscut procedeul de obtinere a semiconductorilor porosi prin anodizarea unui substrat
semiconductor acoperit cu un strat-mascd cu o portiune deschisd [1]. Gradul de porozitate, dimen-
siunile porilor si distributia porilor in semiconductorul poros sunt controlati de parametrii electro-
chimici de anodizare.

Este cunoscut procedeul de obtinere a straturilor poroase prin anodizare, in care gradul de poro-
zitate, dimensiunile porilor i distributia porilor sunt controlati prin formarea pe suprafata materialului
a punctelor de initiere a anodizarii [2]. Aceste puncte sunt formate prin aplicarea presiunii, a fascico-
lului de ioni focalizat, sau folosind microscopul atomic de fortd (AFM) sau microscopul de tunelare
(STM).

Aceste procedee permit dirijarea densitatii porilor in directia transversald directiei propagirii
porilor. Neajunsul acestor procedee este imposibilitatea dirijarii densitdtii porilor in directia propa-
gdrii porilor.

Problema inventiei constd in obtinerea semiconductorului poros cu gradient longitudinal al den-
sitatii porilor.

Esenta inventiei constd 1n aceea cd pe suprafata semiconductorului se depune o masca, pe regiu-
nile neacoperite se implanteaz ioni de energie inaltd, apoi masca se inldturd, iar suprafata semicon-
ductorului se supune corodarii electrochimice. Noutatea constd in aceea cd, inainte de corodare, pe
suprafata semiconductorului se depune un strat din material fotorezist.

Rezultatul inventiei constd in obtinerea semiconductorului poros cu gradient longitudinal al
densititii porilor, care este determinat de configuratia regiunilor semiizolatoare.

Inventia se explica prin ilustratiile din figurile 1 si 2, care reprezinta:

Fig. 1. Tlustrarea schematica a procedeului de formare a semiconductorului poros cu gradient
longitudinal al densitétii porilor.

Fig. 2. Imaginea SEM a sectiunii unui semiconductor poros cu gradient longitudinal al densitatii
porilor.

Exemplu de realizare a inventiei:

Suprafata unei plachete de n-inP cu orientarea (100) si concentratia electronilor n = 10" em™ (1)
se acoperd cu o mascd metalicd (2) in care sunt deschise niste ferestre (3) de forma triunghiulara sau
circulara.

Prin masca metalici se implanteazi ioni N* (4) cu energia 3 MeV la doza 10" cm® Implantarea
in aceste conditii duce la formarea in placheta semiconductoare n-InP a unor regiuni semiizolatoare,
forma carora este determinata de forma mastii metalice.

Ulterior masca metalicd se inlaturd si toatd suprafata plachetei n-InP in afard de fata (5) se
acoperd cu un strat-mascd de fotorezist SU-8, contractul electric pentru anodizare fiind format pe
suprafata opusi fetei (5).

Ulterior placheta este supusd anodizérii intr-o solutie HCL/H,O mentinand curentul in circuitul
electrochimic la nivelul 200 mA/em®. Anodizarea in aceste conditii conduce la formarea porilor la
placheta semiconductoare n-InP, care se propagid in directia perpendiculard pe fata (5). Deoarece
propagarea porilor in regiunile semiizolatoare a plachetei este imposibild, porii ocolesc aceste regiuni,
ceea ce conduce la cresterea densitatii porilor intre regiunile semiizolatoare.

Ca rezultat se obtine un semiconductor poros cu gradient al densitatii porilor in directia de
propagare a porilor ilustrat in Fig. 2. Acest gradient este determinat de forma si topografia regiunilor
semiizolatoare, care, la randul lor, sunt determinate de topografia mistii metalice prin care se
implanteaza ionii de energie Inalta.
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(57) Revendicare:

Procedeu de obtinere a structurilor semiconductoare poroase care constd in aceea cd pe
suprafata semiconductorului se depune o mascd, pe regiunile neacoperite se implanteazi ioni de
energie inaltd, apoi masca se inldturd, iar suprafata semiconductorului se supune corodarii electro-
chimice, caracterizat prin aceea ci Tnainte de corodare, pe suprafata semiconductorului se depune
un strat din material fotorezist.
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